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Motivation

» Steigender Bedarf im Bereich der kabellosen Vizume

« Wunsch nach flexiblem Ubertragungs-StandardHéchratige Datenstrome
(>100 Mbit/s) im WPAN-Bereich

» Belegung von Frequenzbereichen bereits existikneRunksysteme ist bei Ultra
Wide Band (UWB) mdglich.

« Anwendungen und Dienste (u.a.)

*Kurzstreckenradar (Ground Penetration Radar, Thri
Wall Radar, Abstands-radar)

 Militarische Anwendungen

« Kommunikationssysteme

*Rrobleme Die hohe Zahl von Mehrfachwegen auf
Grund von Reflektionen der Pulssignale in der nahen

Umgebung=—= Reduktion der
Ubertragbaren Datenrate !
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| Richtstrahlbildung fur den Empfang von Energie:
«Systeme, die dazu bestimmt sind raumlich vert&iggale zu empfangen, missen die
Gegenwart von Stor- oder Interferenzsignalen (Melgausbreitung) bericksichtigen.

*Problem: das gewulnschte Signal und die Storung belegeselitesFrequenzband,
daher fihrt zeitliche Filterung nicht zum Ziel Sajmind Stérer zu trennen.

*\Vortell : Storsignal und gewunschtes Signal kommen jedastvarschiedenen

Richtungen (Winkeln). Diese raumliche Trennungrkgatzt verwendet werden, um
mit Hilfe eines raumlichen Filters Interferenz usignal zu trennen.

P L e B g Beam gain in dB ve. bearing angla

Beamformer>

N ':_j'.:m ,Beamforming is a
O B Spatial Filtering®
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Beamformer flr Breitbandsignale:
« Jedem Sensorausgang folgt ein FIR Filter.

Taleb Ould-Mohamed




Universitat ~ Fachbereich Ingenieurwissenschaften Fachgebiet
« Hochfrequenztechnik

DUISBUR  Abteilung Elektrotechnik und Informationstechnik
ESSEN Institut fur Nachrichten- und Kommunikationstechni

*FIR-Koeffizientenw _|,p sind reell, kdnnen aber positiv oder negativ sein:
Die zu realisierende Schaltung muss folgendessiesdin:

Die Phase der UF soll sowohl auf 0°(+) als auch
auf 180°(-) einstellbar sein.
Die Amplitude soll von 0...1 einstellbar sein.

Die Signalverzogerung (Delay,) kann durch ein kurzes
Koaxialleitungsstuck realisiert werden

Taleb Ould-Mohamed
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e
Simulationsaufbau mit DC-Versorgung!
DC-Quellen wurden durch Kurzschliiss s
ersetzt. FET's durch Zweitore (SNP1, SNP2 T
SNP3) ! Da DGMESFET nur als lineardr
Bauelement In ADS vorhanden! it
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«Simulationsaufbau fir einer Stufe. Ampl (X1) die oben dargestellte Schaltung.
*Bericksichtigung der Kaskadierung von mehrerenestuf
 Bertcksichtigung der Koaxialleitung und Mikrosfesileitern.

I +
I wWAr— Al
Tem LI LI DA Term
Tezmi TL1 TL2 TLE Termd

ampl

|[F—AAA— __L, - A==l

K MLIN AN Temm
Ez TL3 TL4 Te zm?
E =F0 Ohm
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Betrag der Ubertragungsfunktion

RF-Imput wurde 1x invertiert RF-Imput wurde 2x invertiert
Frequency Transfers 521 Frequency Transfere 521 (RF-lmput 2% imverted)
1 1 T T T ! ' ' H— 1=3 ma
flaim =4 ma
: | : H ; ([ e =5 mi
SR Pl | = & me
: oo | E - gt e 18 ma
. ; : : ] i —— 0| —— =10 ma
i ’ b Eg—i T ! [ =12 ma
1 b ; i :  ————5 (| ==
e |t g ——C H—g- 1=15 ma
S o 00 R = oo o SR N - o o ima
[ B : —_— - - 725 MA
E _.—'—"4—'-'-'Iq I i 3 _'—'-'-H-'-'_'lq
- -3 T T e e EE L — -
ol 5 SR Y B s S o L R R T S
D e T T e B e P S s SN SO MRS SIS SSITSSnds At S S S Sopeee
] NS NN S S N VO SYTCLS S
R ____,_——'—'_
_.———'—'—-'-—_ _,_.—_,_.——"—'—'_
& _...-—""--_ 6 ___,.—-""-_
“s0 80 70 =0 @) 100 110 120 130 140 150 180 170 1@0 A« T @ 70 @ a0 1m0 i@ 1@ 140 1m0 w0 170 1m0
Frequercy [Hz) Frear ey [MHz]

Die Schaltung ist Symmetrisch !!
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Phasengang der Ubertragungsfunktion
RF-Imput wurde 1x invertiert RF-Imput wurde 2x inverti

Frequency Trarsfere S:,I (FRF-Imput 2= irverted)

Freguency Trans fere 821 (RF-Imput 1 inverted) 15
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—p Keine konstante Phase (0° oder 180°) im gesamtezidbe!
Grund: Die Phase von S_21 der einzelnen FET's ist d@n Frequenz- linear, abfallen
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Schaltungsdesign & g w2
mit eagle
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Messungen:

o(Gate2-Source-Spannung ist 2V bei allen FET's)

(Drain-Source-Spannung betragt 3 V bei allen FE)Y's !
o(Gatel-Spannung des ersten FET ist0 V !)

1. Schaltung im invertierenden Zustand:
FET 3 zusteuern (U_G1S3 =-1.4 V)
FET 2 , aufsteurn* d.h. U _ G1S2=-14V ..0V

1. Schaltung im nicht invertierendem Zustand:
FET 2 zusteuern (U_G1S2 =-1.4V)
FET 3, aufsteurn* d.h. U G1S3=-14V ..0V
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Phasen gang der Ubertragungsfunktio
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invertiertem und nicht invertiertem
RF-imput
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